LOGICA CMOS
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COME SI ANALIZZA UNA PORTA LOGICA?
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INVERTITORE LOGICO (NOT GATE)
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INVERTITORE LOGICO (NOT GATE)
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INVERTITORE LOGICO A 2 INTERRUTTORI

VJ'HJ VHD VJ'JIJ
A A A

o g - o\ PU

+ O
}
}

Uy Uey

vy bassa vy alta

v’ La rete di pull-up e’ costituita da un interruttore controllato in tensione che si chiude
quando V, e’ bassa. La rete di pull-down e’ costituita da un interruttore controllato in
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SEGNALE LOGICO
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BUFFER LOGICO
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TECNOLOGIE CMOS
(Complementary Metal Oxide Silicon)
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TECNOLOGIE CMOS
(Complementary Metal Oxide Silicon)
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TECNOLOGIA DI FABBRICAZIONE DI
CIRCUITI INTEGRATTI - PROCESSO CMOS

4) CSSIDRRIOME  DEL wWAFER DI BIIUD (medienTe procews wemico)

SoURCE E DRAIN) T TIPS P

- ”n W
2) REALZZAAONE DEUA TRSCA (r-wew)

3) OSSIDAZIONE SELETTIVA per Jefinire le vegion: del divers; dispnitiv
S0,

4) ossivhRiorE DI GRTE € REAURIAZIONE DEL(ONTATIO DI GATE
’ - ossIDe DY GATE
« sollilissitno 20 -5 nm
. olv o> «:‘ualﬂ'a\
ConTaﬁB di SaTg,
'l_i,P\'t'ame.ﬂTe in Foli silic'c

C. Guazzoni, Fondamenti di Elettronica



	LOGICA CMOS
	COME SI ANALIZZA UNA PORTA LOGICA?
	INVERTITORE LOGICO (NOT GATE)
	INVERTITORE LOGICO (NOT GATE)
	INVERTITORE LOGICO A 2 INTERRUTTORI
	SEGNALE LOGICO
	BUFFER LOGICO
	TECNOLOGIE CMOS �(Complementary Metal Oxide Silicon)
	TECNOLOGIE CMOS �(Complementary Metal Oxide Silicon)
	TECNOLOGIA DI FABBRICAZIONE DI CIRCUITI INTEGRATI – PROCESSO CMOS �

